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べた。結晶中の Cr の平均組成が x ~ 0.05 と一
定 で ヨ ウ 素 濃 度 を 変 化 さ せ た 一 連 の
(Zn,Cr)Te:I 薄膜を成長し、結晶中の Cr 分布お
よび磁化特性を調べた。この際、MBE 成長中









図1: (上) 平均 Cr組成 x ~ 0.05のヨウ素ドープ
(Zn,Cr)Te:I 薄膜における磁化特性の振舞いの
特徴を表す 3 つの温度 ― 強磁性転移温度 TC, 




アンドープ結晶の Cr 分布像。 
  
性より成長薄膜の磁化特性の振舞いの特徴
を表す温度 ― Arrott plot から導かれる強磁
性転移温度 TC, Curie-Weiss plot から得られる
常磁性キュリー温度ΘP および磁化の温度依





アンドープ結晶では TC =30K 程度であったの
が、ヨウ素ドープ結晶ではヨウ素濃度[I]の増
加につれて TCは上昇し、[I] ~ 2×1018 cm-3で最
高の TC =300K に達する。常磁性キュリー温

















の析出ではなく、ZB 構造を保ったまま Cr が





























(2) 平均Cr組成が x ~ 0.2と比較的高い場合に
同じくヨウ素濃度による変化を調べたとこ








の値 x ~ 0.2 は ZB 構造におけるパーコレーシ
ョン限界に近いことから、最隣接 Cr 間の強



















について述べる。実験は平均 Cr 組成 x ~ 0.05
でヨウ素濃度も一定とし、基板温度を TS =240 
~ 390oC の範囲に亘って変化させて成長した
一連の(Zn,Cr)Te:I 薄膜に対し TEM/EDS 分析




造ほぼ完全な ZB 型となり、TS の上昇により
結晶性が大幅に改善することが明らかとな












に、TS = 300oC では Cr-rich 領域は孤立したク
  




























の Cr 分布が不均一となり Cr-rich 領域が形成
されると強磁性転移温度などの磁化の振舞
いの特徴を表す温度が上昇することがわか
った。この Cr-rich 領域の形成の様子は MBE
成長中の成長条件、とりわけ成長中の基板温
度により変化し、特に平均 Cr 組成が x ~ 0.2
と高い場合には、基板温度の上昇により
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